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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の熱可塑性樹脂層を熱圧着により積層した積層体と、前記積層体に設けられた所定
の配線導体と、前記熱可塑性樹脂層に覆われるように前記積層体に内蔵された側面端子電
極を有するチップ部品とを備えるチップ部品内蔵樹脂多層基板であって、
　前記所定の配線導体は前記側面端子電極に接続されており、
　前記積層体の積層方向から平面視したとき、前記側面端子電極と前記樹脂層との境界部
分の少なくとも一部を覆うように、前記配線導体には電気的に接続されておらず、前記配
線導体から電気的に独立したガード部材が設けられており、
　前記ガード部材は、前記樹脂層が流動し始める温度よりも高い融点を有する材料からな
ることを特徴とする、チップ部品内蔵樹脂多層基板。
【請求項２】
　前記積層体の積層方向から平面視したとき、前記側面端子電極と前記樹脂層との境界部
分の全てを覆うように前記ガード部材が設けられている、請求項１に記載のチップ部品内
蔵樹脂多層基板。
【請求項３】
　前記ガード部材は、導体材料からなるガード導体である、請求項１に記載のチップ部品
内蔵樹脂多層基板。
【請求項４】
　前記ガード導体と前記チップ部品の側面端子電極との間には、少なくとも１層の樹脂層
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が介在する、請求項３に記載のチップ部品内蔵樹脂多層基板。
【請求項５】
　前記ガード導体は、ビア導体を介して前記チップ部品の前記側面端子電極に接続されて
いる、請求項３に記載のチップ部品内蔵樹脂多層基板。
【請求項６】
　前記チップ部品は対向する端面に２つの側面端子電極を有しており、各側面端子電極の
近傍にそれぞれ独立した２つの前記ガード導体が設けられている、請求項３に記載のチッ
プ部品内蔵樹脂多層基板。
【請求項７】
　前記積層体の表面にさらに他のチップ部品が搭載されている、請求項１～６のいずれか
に記載のチップ部品内蔵樹脂多層基板。
【請求項８】
　複数の樹脂層を積層した積層体と、前記積層体に設けられた所定の配線導体と、前記積
層体に内蔵された側面端子電極を有するチップ部品とを備えるチップ部品内蔵樹脂多層基
板の製造方法であって、
　一部の前記樹脂層に設けられた開口部内に、前記チップ部品が内蔵されるように、前記
複数の樹脂層を積層する積層工程と、
　前記チップ部品が内蔵された前記積層体を熱圧着する熱圧着工程とを含み、
　前記熱圧着工程前において、前記積層体の積層方向から平面視したとき、前記側面端子
電極と前記樹脂層との間に形成される隙間部の少なくとも一部を覆うように、前記配線導
体から電気的に独立したガード部材が設けられており、
　前記所定の配線導体は前記側面端子電極に接続されており、
　前記ガード部材は、前記樹脂層が流動し始める温度よりも高い融点を有する材料からな
ることを特徴とする、チップ部品内蔵樹脂多層基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、チップ部品内蔵樹脂多層基板およびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、移動体通信端末やノートＰＣ等の各種電子機器の高機能化や小型化が進められて
おり、これに伴い、電子機器に内蔵される各種機能回路のモジュール部品化が進められて
いる。
【０００３】
　こうしたモジュール部品の構造として、たとえば、特許文献１（特開２００６－０７３
７６３号公報）、特許文献２（特開２００８－１４１００７号公報）に開示されているよ
うに、複数の熱可塑性樹脂を積層してなる樹脂多層基板にチップ部品を内蔵したチップ部
品内蔵樹脂多層基板が知られている。
【０００４】
　こうした樹脂多層基板にチップコンデンサ等のチップ部品を内蔵する際、樹脂層にはチ
ップ部品を収容するための開口部を設けておく必要がある。このとき、チップ部品を収容
する時のひっかかりを避けるため、開口部のサイズはチップ部品のサイズよりも、若干大
きめにする（クリアランスを取る）。その結果、図１（ａ）に示すように、チップ部品５
の側面には、樹脂層１との間に隙間部１００が形成される。
【０００５】
　そして、樹脂層１を積層してなる積層体を熱圧着する際、この隙間部１００の近傍に配
線導体２１が形成されていると、図１（ａ）に矢印で示す樹脂の流動に伴い、図１（ｂ）
に示すように配線導体２１ａ，２１ｂが変形してしまうことがある。場合によっては、配
線導体２１ａ，２１ｂとチップ部品５の側面端子電極５１とが接触（ショート）してしま
うことがある。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－０７３７６３号公報
【特許文献２】特開２００８－１４１００７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、チップ部品内蔵樹脂多層基板の製造時において、樹脂の流動に伴う配線導体
の変形や、配線導体とチップ部品との接触（ショート）を防止することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、複数の樹脂層を積層した積層体と、上記積層体に設けられた所定の配線導体
と、上記積層体に内蔵された側面端子電極を有するチップ部品とを備えるチップ部品内蔵
樹脂多層基板であって、
　上記積層体の積層方向から平面視したとき、上記側面端子電極と上記樹脂層との境界部
分の少なくとも一部を覆うように、上記配線導体から電気的に独立したガード部材が設け
られており、
　上記ガード部材は、上記樹脂層が流動し始める温度よりも高い融点を有する材料からな
ることを特徴とする、チップ部品内蔵樹脂多層基板である。
【０００９】
　上記積層体の積層方向から平面視したとき、上記側面端子電極と上記樹脂層との境界部
分の全てを覆うように上記ガード部材が設けられていることが好ましい。
【００１０】
　上記ガード部材は、導体材料からなるガード導体であることが好ましい。
　上記ガード導体と上記チップ部品の側面端子電極との間には、少なくとも１層の樹脂層
が介在することが好ましい。
【００１１】
　上記ガード導体は、ビア導体を介して上記チップ部品の上記側面端子電極に接続されて
いることが好ましい。
【００１２】
　上記チップ部品は対向する端面に２つの側面端子電極を有しており、各側面端子電極の
近傍にそれぞれ独立した２つの上記ガード導体が設けられていることが好ましい。
【００１３】
　上記積層体の表面にさらに他のチップ部品が搭載されていることが好ましい。
　また、本発明は、複数の樹脂層を積層した積層体と、上記積層体に設けられた所定の配
線導体と、上記積層体に内蔵された側面端子電極を有するチップ部品とを備えるチップ部
品内蔵樹脂多層基板の製造方法であって、
　一部の上記樹脂層に設けられた開口部内に、上記チップ部品が内蔵されるように、上記
複数の樹脂層を積層する積層工程と、
　上記チップ部品が内蔵された上記積層体を熱圧着する熱圧着工程とを含み、
　上記熱圧着工程前において、上記積層体の積層方向から平面視したとき、上記側面端子
電極と上記樹脂層との間に形成される隙間部の少なくとも一部を覆うように、上記配線導
体から電気的に独立したガード部材が設けられており、
　上記ガード部材は、上記樹脂層が流動し始める温度よりも高い融点を有する材料からな
ることを特徴とする、チップ部品内蔵樹脂多層基板の製造方法にも関する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、積層体の積層方向から平面視したとき、チップ部品の側面端子電極と
樹脂層との境界部分の少なくとも一部を覆うように、配線導体から電気的に独立したガー
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ド部材が設けられているため、ガード部材の方向から隙間部に流れ込む樹脂量を少なくし
、配線導体の部分的な変形を抑制することができる。また、たとえ樹脂の流動によってガ
ード部材が変形しても、さらには変形によりチップ部品と接触しても、多層基板そのもの
、さらにはモジュール部品そのものにおける電気特性に影響は実質的に無い。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】従来のチップ部品内蔵樹脂多層基板を示す断面模式図である。
【図２】実施形態１のチップ部品内蔵樹脂基板の製造工程を示す断面模式図である。
【図３】実施形態１のチップ部品内蔵樹脂基板の製造工程を示す別の断面模式図である。
【図４】実施形態１のチップ部品内蔵樹脂基板の製造工程を示す上面模式図である。
【図５】実施形態１のチップ部品内蔵樹脂基板の製造工程を示す別の断面模式図である。
【図６】実施形態１のチップ部品内蔵樹脂基板の製造工程を示す別の断面模式図である。
【図７】実施形態２のチップ部品内蔵樹脂基板の製造工程を示す断面模式図である。
【図８】実施形態２のチップ部品内蔵樹脂基板の製造工程を示す上面模式図である。
【図９】実施形態３のチップ部品内蔵樹脂基板の製造工程を示す断面模式図である。
【図１０】実施形態３のチップ部品内蔵樹脂基板の製造工程を示す別の断面模式図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明のチップ部品内蔵樹脂多層基板は、代表的には、移動体通信端末やノートＰＣ等
の各種電子機器に内蔵され、各種機能回路を一体化したモジュール部品に利用される。た
とえば、フロントエンド回路用の高周波回路用モジュール部品や液晶表示装置や小型カメ
ラ用の電源用モジュール部品、さらにはＣＰＵを搭載するＣＰＵ用モジュール部品等とし
て利用することができる。
【００１７】
　このチップ部品内蔵樹脂多層基板は、複数の樹脂層を積層した積層体と、積層体の表面
や内部に設けられた所定の配線導体と、積層体に内蔵されたチップ部品とを含んでいる。
【００１８】
　樹脂層の構成材料は、エポキシ樹脂のような熱硬化性樹脂であってもよいが、積層や圧
着による多層化が容易であることから、ポリイミドや液晶ポリマーのような熱可塑性樹脂
であることが好ましい。特に、液晶ポリマーは材料のＱ値が高く、吸水性も小さいことか
ら高周波回路用モジュールに用いられるチップ部品内蔵樹脂基板の樹脂層の材料として好
適である。樹脂層の厚さは、特に限定されないが、好ましくは１０～１００μｍである。
積層体は、全て樹脂層により構成されることが好ましいが、一部に金属やセラミックから
なる層を有していてもよい。
【００１９】
　積層体は上記の樹脂層を複数積層したものであり、その表面や内部には所定の配線導体
が設けられている。この配線導体は、代表的には樹脂層の平面方向に設けられる面内導体
パターンであり、具体的には、コンデンサやインダクタのような機能素子を構成するため
の導体パターン、グランド電極として機能する導体パターン、各種機能素子やチップ部品
を接続するための導体パターン、表面に搭載されるチップ部品の接合用パッドとなる導体
パターン、この樹脂多層基板をマザーボード等の他の基板に接続するための接合用パッド
となる導体パターン等が挙げられる。この配線導体は、樹脂層の平面方向に設けられる面
内導体パターンや、樹脂層の積層方向に設けられる層間導体パターンを含む。
【００２０】
　配線導体の材料としては、種々公知の配線基板に用いられる材料を使用することができ
るが、例えば、銅、銀、アルミニウム、ＳＵＳ、ニッケル、金や、それらの合金などが挙
げられる。比抵抗が小さく高周波帯での損失が小さいことから、好ましくは銅（Ｃｕ）で
ある。配線導体の厚さは、特に限定されないが、好ましくは、５～５０μｍである。
【００２１】



(5) JP 5756515 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

　チップ部品は、たとえば矩形状の部品素体の側面に側面端子電極を有したものである。
代表的には、チップ型コンデンサ、チップ型抵抗、チップ型インダクタのような受動部品
が挙げられる。特に、樹脂層を熱圧着する際の熱や圧力に対して安定であることから、誘
電体セラミックや磁性体セラミックを部品素体としたチップ型セラミック部品であること
が好ましい。
【００２２】
　そして、本発明のチップ部品内蔵樹脂多層基板においては、積層体の積層方向から平面
視したとき、内蔵されたチップ部品の側面端子電極と樹脂層との境界部分の少なくとも一
部を覆うように、ガード部材が設けられている。このような位置にガード部材を設けるこ
とで、上記積層体の各樹脂層を熱圧着する前に、上記積層体の積層方向から平面視したと
き、上記側面端子電極と上記樹脂層との間に形成される隙間部がガード部材で覆われるた
め、各樹脂層の熱圧着時に、ガード部材の方向から隙間部に流れ込む樹脂量を少なくし、
配線導体の部分的な変形を抑制することができる。
【００２３】
　ガード部材は、上記の配線導体からは電気的に独立したものである。熱圧着時に、たと
え樹脂の流動によるガード部材の変形や、その変形によるガード導体とチップ部品との接
触が生じても、ガード部材は配線導体からは電気的に独立したものであるため、多層基板
、さらにはモジュール部品における電気特性に実質的な影響は無い。なお、配線導体から
電気的に独立したガード部材とは、配線導体と電気的に接続されていないガード導体（導
体材料からなるガード部材）であってもよく、絶縁性材料からなるガード部材であっても
よい。
【００２４】
　また、ガード部材は、上記樹脂層が流動し始める温度よりも高い融点を有する材料から
なる。たとえば樹脂層が流動し始める温度が３００℃の場合、融点や軟化温度が３００℃
より高い材料を用いる。これにより、樹脂層の熱圧着時においてガード部材は樹脂層と一
緒に流動せず、樹脂層の流れ込みを制御することができる。ガード部材を構成する材料と
しては、導体材料やセラミックス材料、樹脂材料等が挙げられるが、好ましくは、導体材
料である。導体材料としては、多層基板の配線導体に使用される種々公知の材料などを用
いることができ、配線導体と同じ材料を用いることが好ましい。配線導体と同じ材料を用
いる場合、ガード部材を形成するための別工程を必要とせず、配線導体と同時にガード部
材（ガード導体）をパターン形成することができ、製造上の利点を有するためである。
【００２５】
　ガード部材は、平面状に形成されたものであることが好ましい。また、ガード導体とチ
ップ部品の側面端子電極との間には、少なくとも１層の樹脂層が介在することが好ましい
。このように、ガード部材が、チップ部品と積層体との間の隙間部に樹脂層を介して隣接
していれば、積層体の熱圧着時、この樹脂層が隙間部に流れ込み、ガード部材そのものの
変形を最小限に抑えることができる。
【００２６】
　また、上記積層体の積層方向から平面視したとき、側面端子電極と樹脂層との境界部分
の全てを覆うようにガード部材が設けられていることが好ましい。さらに、平面視したと
き、側面端子電極の全てを覆うようにガード部材が設けられていることがより好ましい。
ガード部材をこのようにして設けることにより、積層体を熱圧着する前において、積層体
の積層方向から平面視したとき、側面端子電極と樹脂層との間に形成される隙間部をより
多くの面積で覆うこととなり、隙間部への積層方向からの樹脂の流れ込み量をより少なく
することができ、その近傍に引き回された配線導体の変形量をより小さくすることができ
る。
【００２７】
　ガード導体（導体材料からなるガード部材）は、ビア導体を介してチップ部品の側面端
子電極に接続されていても構わない。つまり、ガード電極はチップ部品の側面端子電極に
接続されていなくてもよいが、平面状のガード導体が側面端子電極に直接接続されていて
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もよいし、ビア導体を介して接続されていてもよい。ビア導体を介して接続されている場
合、ビア導体と側面端子電極は、これらが強固に接続されることから、ビア導体材料と側
面端子電極材料とが金属結合していることが好ましい。
【００２８】
　また、内蔵されるチップ部品が対向する端面に２つの側面端子電極を有している場合、
各側面端子電極の近傍にそれぞれ電気的に独立した２つのガード導体が設けられているこ
とが好ましい。すなわち、チップ部品が側面端子電極として電位の異なる第１端子電極お
よび第２端子電極を有している場合、それぞれの端子電極に対応する電気的に独立したガ
ード導体が設けられていることが好ましい。さらに、３つ以上の側面端子電極を有してい
る場合は、それぞれの側面端子電極の近傍に、電気的に独立した別個のガード導体が設け
られていることが好ましい。ただし、たとえば複数のグランド端子電極のように共通電位
の側面端子電極を含む場合、これら共通電位の側面端子電極それぞれに共通のガード導体
を設けてもよい。また、必ずしもすべての側面端子電極に対応するガード導体を設ける必
要はなく、近傍に配線導体が位置している側面端子電極に対応するガード導体があればよ
い。また、複数のチップ部品を内蔵する場合も、各チップ部品の共通電位の側面に対し、
共通のガード電極を設けてもよい。
【００２９】
　本発明のチップ部品内蔵樹脂多層基板において、積層体の表面にはさらに他のチップ部
品が搭載されていても構わない。このチップ部品は、上述した受動部品であってもよいし
、半導体素子のような能動部品であってもよい。すなわち、能動素子や受動素子、あるい
はコネクタ部品など、積層体の表面に各種の実装部品が搭載されていてもよい。つまり、
チップ部品内蔵樹脂多層基板は、各種機能回路を複合、一体化したモジュール部品として
構成されていてもよい。
【００３０】
　＜実施形態１＞
　本実施形態のチップ部品内蔵樹脂多層基板は、図２および図３に示すプロセスで作製さ
れる。各樹脂層１ａ～１ｉは熱可塑性樹脂からなり、片側主面に所定パターンの配線導体
（面内導体パターン）２１を有している。配線導体２１は、各樹脂層の片側主面に設けら
れた銅を主成分とする金属箔をパターニングすることによって形成される。
【００３１】
　各樹脂層１ａ～１ｉの必要な位置にはビア穴を形成しておき、このビア穴には錫を主成
分とする導電性材料４０を充填しておく。なお、この導電性材料４０は、樹脂層１ａ～１
ｉの熱圧着時に金属化させることでビア導体（層間導体パターン）４１となる。
【００３２】
　導電性材料としては、多層基板の層間導体パターン形成に使用される種々公知の導電性
材料（導電性ペースト）を用いることができる。導電性材料中には、積層体の熱圧着時の
温度で、配線導体と合金層を形成するような金属粉を適量含むことが好ましい。かかる金
属粉としては、例えば、配線導体がＣｕから構成される場合、Ａｇ／Ｃｕ／Ｎｉのうち少
なくとも１種類と、Ｓｎ／Ｂｉ／Ｚｎのうち少なくとも１種類とを含む金属粉が挙げられ
る。
【００３３】
　チップ部品５が内蔵される樹脂層１ｄ，１ｅには、チップ部品５を収容する時のひっか
かりを避けるため、チップ部品５の外形寸法より若干大きな寸法の開口部１０を形成して
おく。また、内蔵されるチップ部品５の上側に隣接する樹脂層１ｆには、この樹脂層１ｆ
のうちチップ部品５と接する側とは反対側の主面に、ガード部材（ガード導体）２２を設
けておく。ガード導体２２は、配線導体２１のパターニングと同様のプロセスで作製した
面内導体パターンである。
【００３４】
　このガード導体２２は、図４に示すように、樹脂層１の積層方向（樹脂層１の主面の法
線方向）から平面視したとき、チップ部品５の側面端子電極５１を覆うように、かつ、側
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面端子電極５１と側面端子電極近傍の樹脂層１ｄ，１ｅとの間の隙間部１００（図２（ｂ
）参照）を覆うように設けておく。
【００３５】
　そして、樹脂層１ａ～１ｅを順次積層したのち、樹脂層１ｄ，１ｅに設けた開口部１０
内に、チップ型コンデンサ（チップ部品）５を収容する。チップ型コンデンサ５は、その
側面端子電極５１が樹脂層１ｃに設けた接続用の配線導体２１と接するように配置される
。その後、さらに樹脂層１ｆ～１ｉを順次積層する。なお、図示していないが、樹脂層１
ｃの接続用の配線導体２１には、チップ型コンデンサ５の側面端子電極５１と接する位置
に、錫系はんだからなる接合材（図示せず）を設けておく。このようにして得られた積層
体においては、図２（ｂ）に示すように、チップ型コンデンサ５の側面端子電極５１と樹
脂層１ｄ，１ｅとの間に隙間部（クリアランス）１００が形成されている。
【００３６】
　次いで、この積層体に対し、積層方向から圧力を加えるととともに各樹脂層が軟化流動
する温度で加熱して、積層体を熱圧着する。この熱圧着により、各樹脂層の少なくとも表
面が一体化するとともに、ビア穴に充填された導電性材料４０が金属化してビア導体４１
となり、また、チップ型コンデンサ５の側面端子電極５１と配線導体２１との間に設けら
れたはんだ接合材が金属化する。すなわち、この熱圧着プロセスにより、面内導体パター
ン（配線導体２１）と層間導体パターン（ビア導体４１）との導通、内蔵されたチップ型
コンデンサ５と配線導体２１との導通が取られる。また、チップ部品５の周囲にあった隙
間部１００が樹脂で埋められる。なお、熱圧着後の積層体では、各樹脂層の明確な境界面
が存在していない。こうして、チップ部品５を内蔵した樹脂多層基板が得られる。
【００３７】
　得られたチップ部品内蔵樹脂多層基板には、表面電極２１１および裏面電極２１２が設
けられている。その後、チップ部品内蔵樹脂多層基板の表面に、ＩＣ（集積回路）等の各
種の半導体チップ（実装部品）６をはんだ等の接合材７を介して表面電極２１１に接続す
ることで、半導体チップ６を搭載したチップ部品内蔵樹脂多層基板、すなわち多層モジュ
ール部品が得られる。
【００３８】
　このプロセスにおいて、図４および図５（ａ）に示されるように、樹脂層の積層方法か
らみて、内蔵されたチップ型コンデンサ５の側面端子電極５１と樹脂層１との境界部分の
少なくとも一部を覆うように、平面状のガード導体２２が設けられている。すなわち、積
層された樹脂層の圧着前に形成されていた隙間部１００を覆うように平面状のガード導体
２２が設けられている。このため、樹脂層の圧着時に、図５（ａ）における上方向から隙
間部１００に流れ込む樹脂量を少なくし、この近傍に配置された配線導体２２１の変形を
抑制することができる（図５（ｂ））。
【００３９】
　また、図６に示すように、圧着時に、たとえ樹脂の流動によってガード導体２２が変形
した場合や、さらにガード導体２が変形によりチップ部品５と接触した場合でも、ガード
導体２２は上記の配線導体２１からは電気的に独立したものであるため、チップ部品内蔵
樹脂多層基板やモジュール部品の電気特性に対する影響は、実質的に無い。
【００４０】
　＜実施形態２＞
　図７（ｂ）および図８に示すように、ガード導体２２はチップ部品５の側面端子電極５
１にビア導体４１を介して接続されていてもよい。ビア導体４１は、熱圧着時に導電性材
料４０（図７（ａ）参照）が金属化されたものであるため、樹脂層１に比べて硬い。この
ため、熱圧着時の樹脂の流動に対してガード導体２２が変形するのを抑制することができ
る。また、多層基板内でチップ部品５が傾いてしまったり、接続用の配線導体２２から浮
いてしまったりすることを抑制することもできる。その他の工程については実施形態１と
同様であるため、説明は省略する。
【００４１】
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　＜実施形態３＞
　図９および図１０に示すようなプロセスでチップ部品内蔵樹脂多層基板および多層モジ
ュール部品を得ることもできる。本実施形態では、チップ部品５の側面端子電極５１とビ
ア導体４１とは、直接的に配線接続される（図１０（ｃ））。すなわち、チップ部品５の
側面端子電極５１とビア導体４１とは、積層体の熱圧着時にビア穴に充填された導電性材
料４０が金属化する際、金属結合により強固に接続される。このように、内蔵されるチッ
プ部品５と多層基板の配線導体２１とは、はんだ等の接合材を介さずに接続することもで
きる。その他の工程については実施形態１と同様であるため、説明は省略する。
【符号の説明】
【００４２】
　１，１ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄ，１ｅ，１ｆ，１ｇ，１ｈ，１ｉ　樹脂層、１０　開口部
、１００　隙間部、２１，２１ａ，２１ｂ　配線導体、２１１　表面導体、２１２　裏面
導体、２２　ガード導体（ガード部材）、４０　導電性材料、４１　ビア導体、５　チッ
プ部品（チップ型コンデンサ）、５１　側面端子電極、６　半導体チップ（実装部品）、
７　接合材。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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